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FIG. 2A

(57) Abstract: The invention relates to a substrate comprising a first layer (30) based on a semiconductor and a second layer (31)
on top of the first layer. The substrate (3) comprises a plurality of embedded hollow vias (32) extending from the second layer (31)
into a portion of the first layer (30). The invention also relates to the method for manufacturing the substrate and to the method for
manufacturing a microelectronic device using the substrate. Since the substrate comprises hollow vias for subsequent use, the vias are

easier to manufacture.

(57) Abrégé : Substrat comprenant des vias et procédés de fabrication associés L'invention concerne un substrat comprenant une
premiere couche (30) a base d'un matériau semi-conducteur, et une deuxi¢éme couche (31) surmontant la premiere couche. Le substrat
(3) comprend une pluralité de vias (32) creux enterrés s'étendant depuis la deuxiéme couche (31) sur une portion de la premiere couche
(30). L'invention concerne en outre le procédé de fabrication du substrat et le procédé de fabrication d'un dispositif microélectronique
utilisant le substrat. Le substrat comprenant des vias creux pour une utilisation ultérieure, la fabrication des vias est facilitée.
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